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(54) TItie: METHOD FOR THE PRODUCTION OF ETCHED HOLES AND/OR ETCHED TRENCHES, AND MEMBRANE 
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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ATZLOCHERN UND/ODER ATZGRABEN SOWIE MEMB- 
RANSENSOREINHEIT 
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(57) Abstract: Disclosed is a method for producing etched holes and/or etched trenches (1 1) in components that are based on silicon 
or a silicon/insulator layer structure. According to said method, a germanium-containing layer and/or a germanium layer (9) is/are 
provided at the point in the etching direction where or near which an etching process is to be completed. Germanium and/or geima- 
nium compounds is/are detected during the etching process, and the etching process is controlled, particularly aborted, in accordance 
with the detection of germanium and/or germanium compounds. Also disclosed is a membrane sensor unit whose layer structure is 
provided with a germanium layer and/or a germanium-containing layer. 

1^ (57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Atzl5chem und/oder Atzgraben (11) von auf Silizium bzw. ei- 
<^ nem Schichtaufbau Silizium/Isolator basierenden Bauteilen vorgeschlagen. ErfindungsgemaS wird eine germaniumhaltige Schicht 
und/oder eine Germaniumschicht (9) an der Stelle in Atzrichtung vorgesehen, an welcher oder in deren Umgebung ein Atzvorgang be- 
endet werden soil. Wahrend des Atzvorgangs wird auf Germanium- und/oder Germaniumverbindungen eine Detekdon durchgefUhrt 
und in Abhangigkeit von der Detektion von Germanium und/oder Germaniumverbindungen der Atzvorgang gesteuert, insbesondere 
abgebrochen. AuBerdem wird eine Membransensoreinheit voigeschlagen, in deren Schichtaufbau eine Germanium- und/oder ger- 
maniumhaltige Schicht voigesehen ist. 
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— mit intemationalem Rechervkenberichi 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kUrzungen wird auf die ErklUrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



